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ʎɽʅʊʈ ʅɸʅʆʊɽʍʅʆʃʆɻʀʁ 
междисциплинарный центр исследований и разработок 
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Миссия Центра - обеспечение мирового уровня научных исследований, 

технологий и разработок в области новых материалов и элементной базы, 

работающей на новых физических принципах, для микро-, нано-, био- и 

оптоэлектроники и нанофотоники, СВЧ-электроники, сенсорики, 

радиационно-стойкой электроники, квантовой электроники, ИК-техники ...  



Мировая тенденция: 

создание научно-

исследовательских 

технологических центров    

с современным 

дорогостоящим 

оборудованием на базе 

существующих научных 

организаций и 

университетов, 

действующих по принципам 

Центров коллективного 

пользования. 
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˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ ;͙͍ͨͦ ό͙ͨ͊ͫͭͤ͡ύ

˻͔ͨͪ͊ͼ͙ͦͤͤ͊Ύ ͙ͫͭͦͣͦͫͭΈ 

100 10 ʪʳʩ. 1 ʤʣʥ. 100 ʤʣʥ. 1 

ПАО «Микрон» 

 

Мотивация «Центра нанотехнологий» 

˿͔͎͙ͭͪ͊ͭΎ ͔ͭͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔͎ͫͦͦ͟ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘ΎΗ 

 
 

ʇʩʡʞʦʫʡʩʧʛʙʦʦʴʞ 

ʭʬʦʝʙʥʞʦʫʙʤʵʦʴʞ ʡʪʪʤʞʝʧʛʙʦʡʸ 
ʈʩʧʩʴʛʦʴʞ ʫʞʮʦʧʤʧʜʡʡ                      

ʡ  ʦʧʛʴʞ ʥʙʫʞʩʡʙʤʴ 

ʈʩʧʞʣʫʴ ʨʧʤʦʧʜʧ ʯʡʣʤʙ                                  

ʡ ʨʧʝʜʧʫʧʛʣʙ ʣʙʝʩʧʛ 

ʆʧʝʨʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ 

Современный полупроводниковый чип  

- это 8 млрд. транзисторов! 



V Обеспечение мирового уровня                                                          

ориентированных фундаментальных                                                             

исследований, направленных на разработку                                              

технологий и приборов в области                                                           

элементной базы наноэлектроники и                                                 

нанофотоники.  

V Опережающее создание точек роста   

электроники будущего на новых физических принципах на основе 

квантовых технологий.  

V Кратное увеличение проектов полного цикла от генерации знаний до 

разработки технологий на основе фундаментального задела научных 

организаций и учебных заведений в интересах среднего и крупного бизнеса.  
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ʎɽʅʊʈ ʅɸʅʆʊɽʍʅʆʃʆɻʀʁ: 

ɻʃʆɹɸʃʔʅʓɽ ɿɸɼɸʏʀ 



V Прорывные решения по разработке                                                                                                                                

конкурентоспособной высокотехнологичной,                              

импортозамещающей электронной                                                               

компонентной базы.  

V Оказание технологических и                                                                 

инжиниринговых услуг на современном                                                           

уровне, особенно, в области междисциплинарных исследований, научно-

исследовательским организациям, резидентам Технопарков и профильным 

предприятиям РФ с целью масштабирования результатов НИОКРов.  

V Разработка новых полупроводниковых технологий и 

функциональных материалов для индустриальных партнеров с целью 

выхода на международные рынки.  

VПодготовка кадров высшей квалификации для 

научных организаций и предприятий   

электронной промышленности. Обеспечение 

условий для притяжения талантливой 

молодежи, воспитания лидеров и формирования 

команд как основа новых стартапов в области 

наноэлектроники и нанофотоники. 

ʎɽʅʊʈ ʅɸʅʆʊɽʍʅʆʃʆɻʀʁ: 

 ɻʃʆɹɸʃʔʅʓɽ ɿɸɼɸʏʀ 



           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 

Определен земельный участок,                  

на котором предполагается 

строительство Центра, 

определены основные параметры 

Центра по площадям, чистым 

комнатам разных классов чистоты, 

затратам по обслуживанию Центра, 

по электроэнергии, теплу, воде и 

водоотведению, потребности 

Центра по численности и составу 

сотрудников Центра, заработной 

плате… 

˹͊ ͤ͊ͫͭͦΎ΅͔ͣ Ή͔ͭ͊ͨΥ  
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1.Технология 

Si 
3.Технология 

A2B6 

2.Технология 

A3B5 

4.Технологии новых 

материалов 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʦʬʠʩʥʳʝ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ  

5.1. ɸʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʠʡ ʦʪʜʝʣ 5.2. ɼʠʟʘʡʥ-ʮʝʥʪʨ 
Академгородок-2.0 

Обеспечение мирового уровня научных 

исследований,  технологий и разработок 

в области новых материалов  и 

элементной базы, работающей на 

новых физических принципах, для 

наноэлектроники и оптоэлектроники. 

  

ʎɽʅʊʈ ʅɸʅʆʊɽʍʅʆʃʆɻʀʁ 
междисциплинарный центр исследований и разработок 

1. Отдел технологии Si; 

2. Отдел технологии A3B5; 

3. Отдел технологии A2B6 

4. Отдел технологий 

новых  материалов; 

5. Аналитический отдел и 

дизайн центры. 



     ̇ ͔ͤͭͪ ͔ͤ͊ͤͦͭͻ͎͙͚ͤͦͦ͡                                                  
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           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 

ʄʝʞʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʨʥʳʡ ʎʝʥʪʨ ʥʘʥʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ  



Образованы рабочие подгруппы, определены ответственные по четырем 

технологическим блокам проекта, подготовлены списки оборудования по 

технологиям Si, A2B6, A3B5 и перспективным технологиям в составе 

Аналитического центра. 

           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 

Рабочими подгруппами составлена списки технологического 

оборудования с указанием ориентировочной стоимости по ценам 2018г. 

 



           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 

ʄʝʞʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʨʥʳʡ ʎʝʥʪʨ ʥʘʥʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ  



           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 

Подготовлен эскизный проект, выполнено крупно-узловое эскизное 

проектирование Центра, подготовлено объемно-планировочное решение 

Центра. 

 

Подготовлен рабочий вариант технического задания, определены 

требования к помещениям Центра по площадям, классу чистоты, уровню 

вибраций, шума, определены условия производства технологических 

операций, установлен порядок их проведения для обеспечения выполнения 

средних и крупных проектов, определены возможные поставщики 

оборудования, материалов, оказания услуг. 



Взаимодействие с индустриальными партнерами 
 

Ç Разработана программа долгосрочного сотрудничества с 

индустриальными партнерами по развитию технологий формирования и 

поставкам новых материалов структур на основе Si, A2B6 и A3B5, 

перспективных материалов для устройств, работающих на новых 

физических принципах. 

 

Ç Сформулированы первоочередные совместные проекты по созданию 

материалов, элементов и устройств для  

o ИК фотоприемников в целях безопасности, противодействия 

терроризму, мониторинга природных и техногенных процессов, 

медицины и обороны; материалов и устройств для терагерцовых 

применений. 

o СВЧ техники, радиофотоники, оптоэлектроники (вертикально 

излучающие лазеры, однофотонные излучатели и т.д.). 

o Разработка технологии создания подложек кремния-на-изоляторе,  

для радиационно-стойкой и экстремальной электроники. 

 

Ç Проработаны возможные варианты сотрудничества с индустриальными 

партнерами, включая поддержку на разных уровнях. 

           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 



ʎɽʅʊʈ ʅɸʅʆʊɽʍʅʆʃʆɻʀʁ: ʀʅɼʋʉʊʈʀɸʃʔʅʓɽ ʇɸʈʊʅɽʈʓ 

Более 25 организаций выразили 

поддержку Центру и 

заинтересованы в его 

реализации.  



  

ИФП СО РАН – поставщик полупроводниковых структур               
для предприятий российской электроники  

ÇМногослойные гетероэпитаксиальные                                         

пленки GaAs с двумерным электронным                               

газом с высокой подвижностью                                                                                   

для СВЧ-электроники (1000 пластин в год).  
 

ÇПодложки кремния-на-изоляторе                                                               

изготовленные по запатентованной                                    

технологии «DeleСut» для                                                      

радиационно-стойкой и экстремальной                            

электроники (200 пластин в год). 
 

ÇПодложки GaAs и Si с фоточувствитель-                                          

ным материалом на основе  эпитаксиаль-                                             

ных структур КРТ для фотоприемных                                      

устройств ИК-техники (600 кв.см. в год). 
 

Промышленное оборудование и технологии  разработаны                          

в ИФП СО РАН по заказам промышленных предприятий.             



02.02. 2018 

«Экран-оптические системы» будет работать по технологиям ИФП СО РАН  

ˮ̅˽ ˿˻ ˾ˢ˹ ͙ ͙ ͙ͤ͒ͯͫͭͪ͊͡Έ-
ͤ·͚ ͨ ͔͊ͪͭͤͪ ˢ˻ ζ̏ͪ͊ͤ͟-
͙ͦͨͭ;͔͙͔ͫ͟ ͙͔ͫͫͭͣ·η 
͙͙ͨͦ͒ͨͫ͊͡ ͎ͫͦ͊͡΄͔͙͔ͤ ͦ 
͙ͫͦͭͪͯ͒ͤ;͔͍͔ͫͭΣ ͍ ͪ͊ͣ͊͟ͻ 
͎ͦͭͦͪͦͦ͟ ͙͔ͨ͊ͤͪͯͭͫ͡Ύ 
͙͍͍ͨͪͦͦ͒ͫͭͦ͘ ͍ͨͦͯͨͪͦͦ͒͡-
͙͍ͤͦ͟·ͻ ͎ ͔͔ͭͪͦͫͭͪͯͭͯͪ͟. 
˹͊ ͔͍ͨͪͦͣ Ή͔ͭ͊ͨΣ ͍  ˮ̅˽ ˿˻ 
˾ˢ˹ ͔͋ͯ͒ͭ ͍͔ͨͦͫͭ͊ͤͦ͡ 
ͨͪͦͣ·΄͔͔ͤͤͦ͡ ͦ͋ͦͪͯ͒ͦ-
͍͙͔͊ͤ ͨ ͦ;͙ͭ ͤ͊ рлл ͣͤ͡Φ 
͔͚ͪͯ͋͡.  

Проект полного цикла 

ʅʘʫʢʘ ï ɹʠʟʥʝʩ ʅʘʫʢʘ ï ɺʣʘʩʪʴ ïɹʠʟʥʝʩ ɹʠʟʥʝʩ ï ɹʠʟʥʝʩ 



           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 

ʇʨʦʙʣʝʤʘ: ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʘ çʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʘʷè ʧʦʣʦʩʘ ʚʦʢʨʫʛ ʟʜʘʥʠʷ  
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           ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ ȷȴ ȶȦȳ            ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ            ȮɓɗɘɎɘəɘ ɚɎɍɎɐɎ ɕɔɑəɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ Ɏɒ. Ȧ.Ȩ.ȶɌɆɓɔɈɆ ȷȴ ȶȦȳ 

Спасибо за внимание! 



ʢʨʠʧʪʦʛʨʘʬʠʷ, 
ʩʧʠʥʪʨʦʥʠʢʘ  

ȰɈɆɓɘɔɈɡɋ 
ɈɡɝɎɗɑɋɓɎɥ 

ȳɆɓɔ 
ɗɘɖəɐɘəɖɡ  

ʥʘʥʦʵʣʝʢʪʨʦʥʠʢʘ, 
ʥʘʥʦʬʦʪʦʥʠʢʘ 

ȳɆɓɔ 
ɚɔɘɔɓɎɐɆ 

ʀʂ- ʪʝʭʥʠʢʘ, 
ʪʝʧʣʦʚʠʜʝʥʠʝ 

ʙʠʦʤʝʜʠʮʠʥʘ, 
ʬʦʪʦʚʦʣʴʪʘʠʢʘ 

ȷɋɓɗɔɖɓɡɋ 
ɗɎɗɘɋɒɡ 

Life Sciences ʄʃʕ, ʂʅʀ, 
ʛʨʘʬʝʥ ʠ ʜʨ.  

ʪʨʘʥʟʠʩʪʦʨʳ, 
ʧʘʤʷʪʴ  

Ƀɑɋɐɘɖɔɓɓɡɋ 
ɐɔɒɕɔɓɋɓɘɡ 

ʥʘʥʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 
ʩʝʥʩʦʨʠʢʘ 

ȵɖɎɇɔɖɔ-  
ɗɘɖɔɋɓɎɋ 

ȳɔɈɡɋ 
ɒɆɘɋɖɎɆɑɡ  

×Фундаментальные знания 

×Технологии наноструктур 

×Прототипы приборов 

×Подготовка кадров 

 ʅʘʫʢʘ     ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ     ʇʨʠʙʦʨ 

ʵʧʠʪʘʢʩʠʷ, 
ʢʚʘʥʪʦʚʳʝ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

ȳɔɈɡɋ 
ɘɋɛɓɔɑɔɉɎɎ 

Академгородок-2.0 

ʎɽʅʊʈ ʅɸʅʆʊɽʍʅʆʃʆɻʀʁ 
междисциплинарный центр исследований и разработок 



ʎɽʅʊʈ ʅɸʅʆʊɽʍʅʆʃʆɻʀʁ 
ожидаемые результаты проекта 

VСоздание Центра нанотехнологий мирового уровня на основе 

квантовых полупроводниковых технологий. 

VПрорывные решения по электронной компонентной базе  для 

наноэлектроники, нанофононики, одноэлектроники, однофотоники, 

спинтроники, плазмоники и нанолитографии. 

VМелкосерийное производство современной и перспективной ЭКБ 

для систем радиолокации, СВЧ-техники, радиационно-стойкой 

электроники, телекоммуникации, энергетики, авионики и 

приборостроения. 

VРазработка микродатчиков и сенсоров нового поколения, 

мегапиксельных, многоспектральных фотоприемных ИК-матриц 

для промышленности и медицины.  

VОпережающее создание точек роста электроники будущего  на 

новых физических принципах, выполнение проектов полного цикла и 

передача технологий и результатов  НИР и ОКР на ведущие 

электронные предприятия России. 


